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Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych wydaje dwa czasopisma naukowe,
ktérych tematyka dotyczy inzynierii materiatowej, elektroniki i fizyki ciata statego,
a w szczegblnosci technologii otrzymywania nowoczesnych materialéw, ich obrébki,
miernictwa oraz wykorzystania dla potrzeb elektroniki i innych dziedzin gospodarki:

. MATERIALY ELEKTRONICZNE - kwartalnik, zawiera artykuty problemowe, otwarty
jest rowniez dla autoréw z zewnatrz,

o PRACE ITME -4-6 razy w roku, zawiera monografie, rozprawy
doktorskie i habilitacyjne pracownikéw ITME.

ITME oferuje réwniez profile tematyczne zawierajace selektywng i kompleksowa
informacj¢ naukowg i techniczng ze skomputeryzowanego banku danych “Materiaty
Elektroniczne BAZA™:

**  PROFILE TEMATYCZNE - 16-20 razy w roku, serwis informacyjny w postaci
opisow bibliograficznych wyselekcjonowanych do-
kumentow:

- Si i przyrzady z Si

- Zwiazki A"BY

- Pozostate materiaty pétprzewodnikowe

- Materiaty elektrooptyczne, piezoelektryczne i laserowe

- Nadprzewodniki wysokotemperaturowe i podtoza

- Materiaty ceramiczne

- Szkta do zastosowan optycznych

- Materiaty kompozytowe

- Pasty do uktadéw hybrydowych

10 - Metalizacja i czyste metale

11 - Pétprzewodnikowe przyrzady mikrofalowe i uktady scalone

12 - Przyrzady z akustyczng falg powierzchniowg

#%  WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY RAPORTOW Z PRAC NAUKOWO-BADAW-
CZYCH ITME

**  MATERIALY ELEKTRONICZNE - INFORMATOR O KONFERENCJACH, SE-
MINARIACH, TARGACH, WYSTAWACH

**  WYKAZ NABYTKOW BIBLIOTEKI

**  WYKAZ CZASOPISM

#%  CURRENT CONTENTS

Szczegbétowe zapytania i zaméwienia na okres§lone pozycje kierowaé nalezy pod adresem:
Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych/DS-3 Os$rodek INT, ul. Wélczyfiska 133,
01-919 Warszawa 118, skr.poczt.39, tel. 35-30-41/49 w. 108, 129, 425, tlx 825031 itme pl,
fax (+48 22) 34-90-03, E- mail: itme@frodo.nask.org.pl.
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Szczeg6towych informacji udziela Dziat Marketingu - ITME (NM), ul. Wélczyfiska 133,
01-191 Warszawa 118, skr.poczt.39, tel.: 34-97-30, fax: 34-90-03, tlx 825031 itme pl. E-mail:
itme@frodo.nask.org.pl.
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Wskazowki dla autorow

1. Redakcja czasopisma “Materiaty Elektroniczne” prosiy autoréw o nadsytanie artykutéw
zapisanych na no$nikach magnetycznych (dyskietki- zwracane po skopiowaniu) w formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika
Page Maker 5.0/4.0, Word for windows 1.2-2.0, PCX, TIF, PLT, CGM,
Word Perfect 5.0/5.1, Ami Pro 1.2b-3.0, TAG, EPS, DXF, BMP, WMF,

RTF (rich text format) i inne po uzgodnieniu z redakcja. XLS, PIC, XLC, WPG.

Grafika i tekst powinny znajdowaé si¢ w odddzielnych plikach, kazdy rysunek w innym.
Pliki moga by¢ poddane kompresji np.: ZIP, ARJ, ARC.

2. Artykut powinien byé wydrukowany czcionka o wysokosci 12 punktéw typograficznych,
na papierze formatu A4, jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i L cm z prawej strony,
z podwdjng interlinia, w jednym egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny by¢ numerowane.

3. Objeto$¢ artykutu nie powinna przekraczaé 15 stron maszynopisu tacznie z rysunkami,
tabelami i bibliografia. :

4. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone:
réwnania, rysunki, tabele i itp.

5. Do artykutu powinny byé dotaczone (réwniez na dyskietce) streszczenia, w jezykach
polskim, angielskim i rosyjskim, nie przekraczajace 200 stéw. Tytut artykutu winien by¢ réw-
niez przettumaczony na te jezyKki.

6. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowa¢ si¢ nastgpujace elementy: z lewej stro-
ny u gory artykutu tytut naukowy, petne imie (imiona), nazwisko(a) autora(éw), nazwa miejsca
pracy (zaktadu, pracowni), adres pocztowy. Na $rodku stronicy maszynopisu - tytut artykutu.

7. Rysunki i inne elementy graficzne:

7.1. Na odwrocie rysunku lub fotografii nalezy podaw¢ ich numer, nazwisko autora,
pierwszy wyraz tytulu artykutu i nazwe pliku z zataczonej dyskietki.

7.2. Podpisy do rysunkéw, fotografii oraz bibliografi¢ nalezy umieszczaé na oddziel-
nych stronicach, po tekscie.

7.3. U géry kazdej tablicy nalezy poda¢ numer i tytul objasniajacy.

7.4. W przypadku rysunkéw, wzoréw, tablic nie bedacych oryginalnym dorobkiem au-
tora(6w) nalezy zacytowaé Zrédto, umieszczajac je w bibliografii.

7.5. Wzory nalezy numerowaé kolejno cyframi arabskimi.

7.6. Przyjmuje si¢, ze zalaczone zdjgcia i rysunki stanowig wzorzec jakosci dla ilustracji.

8. Pozycje bibliografii nalezy podawaé¢ w nawiasach kwadratowych, w kolejnosci - wy-
stepujacej w tekscie.

Dla ksiazki nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, petny tytut, nazwe
miejsce wydania, nazwe wydawcy, rok, stronice np.: [1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna
w zastosowaniach elektronicznych. Warszawa: WNT 1991,126 s.

Dla artykutu nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, tytut artykutu, tytut
czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.: [2] Kamifski P., Strupifiski W., Roszkiewicz K.:
Effect of substrate temperature on the concentration of point defets in vapour phase epitaxial
GaP:N,S. Journal of Crystal Growth. 108,1991, 3/4, 699-709

9. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach
musza by¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie Normy i Migdzynarodowy Uktad Miar (SI).

10. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawaé w lewym marginesie.

11. Autora obowigzuje wykonanie korekty autorskie;.
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( Przedmiotem dziatania Instytutu Technologii Materialéw Elektronicznych jest
prowadzenie badan naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie
inzynierii materialowej, elektroniki i fizyki ciala stalego, a w szczegélnosci
technologii otrzymywania nowoczesnych materiatéw, ich obrébki, miernictwa
oraz efeitywnego wykorzystywania w gospodarce oraz przystosowywanie
wynikéw badan i prac do wdrozen w praktyce.

Dziatalnoéé¢ Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych skupia sie
w dwéch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i matoseryijnej
produkcii materiatéw dla elektroniki, fe|ekomunikccii, energe ki, rolnictwa
i medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad elementami
elektronicznymi, wytwarzanymi z tych materiatéw.

Materialami, na ktérych koncentruje si¢ dzialalnos¢ ITME sa: materiaty
ptprzewodnikowe monokrystaliczne i warstwy epitaksialne (Si, GaAs, GaAsP, GaP,
InP), materialy elekirooptyczne i piezoelekfryczne (YAG, CoF,, LNBO.,, LiTaO,, kwarc),
podioza do nadprzewodnikéw wysokotemperaturowych (SrLc1A|3 v orlaGaO, )
materialy ceramiczne (na bazie AlLQ, i Zr0,), szkta optyczne i techniczne,
$wiattowody, obrazowody, materialy kompozytowe, pasty (przewodzace, izolujace
| oporowe), czyste metale, zwiqzki nieorganiczne i rozpuszczalniki.

W ramach badar aplikacyjnych opracowywane sa w ITME: pélprzewodnikowe
przyrzady mikrofalowe (tranzystory MESFET, diody Schottky’ego), mikrofalowe
monolityczne uktady scalone, filtry z akustyczng falq powierzchniowq.

Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych wydaje dwa czasopisma
naukowe: kwartalnik “Materiaty Elektroniczne”, w kiérym publikowane sq artykuly
dotyczqce zakresu dziatania Instytutu, “Prace ITME” - zawierajgce monografie,
rozprawy dokforskie i habilitacyjne, oraz wydawnictwa informacyijne.
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